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Beschreibung

Optoelektronisches Bauteil mit strukturiert metallisiertem
Gehausekdrper, Verfahren zur Herstellung eines derartigen
Bauteils und Verfahren zur strukturierten Metallisierung ei-

nes Kunststoff enthaltenden K&rpers

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein optoelektroni-
sches Bauteil, insbesondere auf ein oberflichenmontierbares
optoelektronisches Bauteil, gemiR dem Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1 beziehungsweise des Patentanspruchs 10, auf ein
Verfahren zur strukturierten Metallisierung eines Kunststoff
enthaltenden Kdérpers gemif dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 37 sowie ein Verfahren zur Herstellung eines optoe-
lektronischen Bauteils gem&R dem Oberbegriff des Patentan-

spruchs 41.

Bei herkdémmlichen oberflichenmontierbaren optoelektronischen
Bauteilen wird oftmals zunichst ein vorgehdustes Bauteil da-
durch hergestellt, dass ein vorgefertigter Halbleiterrahmen
(Leadframe) mit einem geeigneten Kunststoffmaterial umspritzt
wird, welches zumindest einen Teil des Geh&uses des Bauteils
bildet. Dieses Bauteil weist zum Beispiel an der Oberseite
eine Vertiefung bzw. Ausnehmung auf, in die von zwei gegenl-
berliegenden Seiten Leadframe-Anschliisse eingefihrt sind, wo-
bei auf einem ein Halbleiterchip wie beispielsweise ein LED-
Chip, aufgeklebt und elektrisch kontaktiert ist. In diese
Ausnehmung wird dann in der Regel transparente Vergussmasse
eingeflillt. Diese Grundform von oberflichenmontierbaren op-
toelektronischen Bauteilen ist beispielsweise aus dem Artikel
"Siemens SMT-TOPLED fir die Oberfl&chenmontage" von "F. M&1l-
mer und G. Waitl, Siemens Components 29 (1991), Heft 4, Sei-
ten 147-149" bekannt.
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Derartige Bauteile werden als Sender und Empfinger einge-
setzt, z.B. in Fernbedienungen, Lichtschranken oder zur Da-
tentbertragung zwischen einem Mobiltelefon und einem Compu-
ter. Ist das optoelektronische Bauelement als Sender ausge
bildet, so ist oftmals eine m&glichst homogene, engwinklige
Abstrahlcharakteristik gewlinscht. Auch bei einem als Empfan-
ger ausgebildetem Bauelement kann dies der Fall sein. Bei
herkébmmlichen SMT-Bauformen wird diese Abstrahlcharakteristik
hdufig mittels einer beispielsweise auf das Bauteil aufge-
setzten Linse erzielt. Der diffuse Kunststoffreflektor ist
jedoch bei der Abbildung der Lichtquelle tber die Linse
nachteilig. Darlber hinaus erhdht sich die Bauhdhe des optoe-
lektronischen Bauteiles. Neben einem erhdhten Platzbedarf be-
steht der Nachteil, dass die Bauteiloberfl&che nicht eben
ist, so dass das Verfahren der «Pick and place“-Methode flr

die Leiterplattenmontage nur erschwert verwendet werden kann.

Es sind weiterhin sogenannte MID (Molded Interconnect Devi-
ces) -Bauteile bekannt, bei denen im Gegensatz zu den oben be-
schriebenen Bauteilen auf einen Leiterrahmen verzichtet wird.
Bei diesen Bauteilen wird nach der Herstellung eines beliebig
geformten Kunststoffkdrpers mittels Spritzguss eine Metalli-

sierung auf die Oberflache desselben aufgebracht.

Ein nach diesem Verfahren hergestelltes optoelektronisches
Bauteil und ein Verfahren zur Herstellung der Metallisierung
Uber Laserstrukturierung einer Metallisierung ist aus dem Ar-
tikel (MID Technology to miniaturize electro-optical devices™
von H. Yamanaka, T. Suzuki, S. Matsushima, 4. Intern. Cong-
ress Molded Interconnect Devices MID 2000, 27. bis 28. Sep-
tember 2000, Seiten 129 - 138, bekannt. Das in diesem Artikel
beschriebene optoelektronische Bauelement l&sst sich zwar auf

einfache Weise herstellen, greift jedoch, wie aus den Figuren
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4 bis 6 hervorgeht, auf eine Linse zurlick. Das Bauteil weist

damit die oben beschriebenen Nachteile ebenfalls auf.

Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
verbessertes optoelektronisches Bauteil, das auf einfache
Weise herstellbar ist, sowie ein vereinfachtes Verfahren zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauteils anzugeben. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein verbessertes
Verfahren zur strukturierten Metallisierung eines Kunststoff
enthaltenden Kbrpers, insbesondere eines Gehdusekdrpers fir

ein optoelektronisches Bauteil, anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch ein optoelektronisches Bauteil
mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 beziehungsweise 10,
ein Verfahren zur strukturierten Metallisierung eines Kunst-
stoff enthaltenden Kérpers nach Patentanspruch 37 und ein
Herstellungsverfahren fiir ein optoelektronisches Bauteil nach
Patentanspruch 41 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abh&ngigen

Ansprtliche.

Ein optoelektronisches Bauteil gemafs einer ersten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung umfasst einen Gehiuse-
kérper und mindestens einen an dem Gehausekdrper angeordneten
Halbleiterchip, wobei eine Oberfliche des Gehausekdrpers ei-
nen metallisierten Teilbereich und einen nichtmetallisierten
Teilbereich aufweist und der Gehdusekdrper mindestens zwei
verschiedene Kunststoffe umfasst, wobei einer der Kunststoffe
nicht metallisierbar ist und dieser den nichtmetallisierten

Teilbereich bestimmt.

Es sei angemerkt, dass der metallisierte und der nichtmetal-

lisierte Teilbereich nicht gemeinsam auf einer ebenen Fl&che,
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wie einer Seitenfléche des Gehiusekdrpers, angeordnet sein
missen, sondern vielmehr die gesamte Oberfliche des Gehiuse-
kérpers einen metallisieten und einen nichtmetallisierten

Teilbereich aufweisen kann.

Bevorzugt ist ein weiterer Kunststoff, den der Gehdusekdrper
enthalt, metallisierbar ausgebildet. Besonders bevorzugt be-
stimmt dieser metallisierbare Kunststoff den metallisierten

Teilbereich der Oberfliche des Gehdusekdrpers.

Geeignete Kunststoffe sind beispielsweise Ligquid Crystal Po-
lymers (LCPs) oder Polybuthylentelephtalte (PBTs). Die Kunst-
stoffe sind vorzugsweise elektrisch isolierend ausgebildet
und kénnen besonders bevorzugt, wie zum Beispiel durch Zugabe
eines Zusatzstoffes wie Palladium, metallisierbar oder nicht-

metallisierbar ausgebildet sein.

Ein derartiges optoelektronisches Bauteil hat den Vorteil,
dass eine Metallisierung nicht nach ihrer Aufbringung auf den
Gehausekdrper aufwendig strukturiert werden muss, sondern
durch den nichtmetallisierbaren und den metallisierbaren
Kunststoff die Struktur der Metallisierung bereits wahrend
der Herstellung des Gehiusekdrpers, die beispielsweise im
Zweikomponenten-Spritzgussverfahren unter Verwendung dieser
Kunststoffe erfolgt, bestimmt werden kann. Die Metallisierung
strukturiert sich damit bevorzugt wahrend der Aufbringung
selbst. Die oben beispielhaft genannten Kunststoffe kdnnen in

einem derartigen Spritzgussverfahren verarbeitet werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weist ein
Gehause des optoelektronischen Bauteils, das den Gehdusekdr-
per umfasst, zumindest eine Ausnehmung auf, die beispielswei-

se im Gehdusekdrper ausgebildet sein kann. In der Ausnehmung
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ist bevorzugt der Halbleiterchip angeordnet. Weiterhin bilden
die die Ausnehmung begrenzenden Wande bevorzugt einen Reflek-
tor flr eine vom Halbleiterchip ausgesandte elektromagneti-
sche Strahlung und kdénnen mit einer Metallisierung versehen
sein, die gleichzeitig reflektierend ausgebildet sein und als
elektrischer AnschluRleiter des Bauteils fungieren kann. Be-
sonders bevorzugt ist der Reflektor auch fliir eine vom Halb-
leiterchip zu empfangende Strahlung reflektierend ausgebil-

det.

Ein optoelektronisches Bauteil gemiR einer weiteren Ausfith-
rungsform der Erfindung weist ein Geh&use mit zumindest einer
Ausnehmung auf. In der Ausnehmung ist zumindest ein Halblei-
terchip angeordnet. Die die Ausnehmung begrenzenden Wande
bilden flr eine vom Halbleiterchip ausgesandte elektromagne-
tische Strahlung einen Reflektor und sind mit einer Metalli-
sierung versehen, die gleichzeitig als elektrische AnschlufR-

leiter des Bauteils fungieren.

Das so gestaltete optoelektronische Bauteil ermdglicht einen
Verzicht auf eine Linse und eine vorzugsweise engwinklige,
homogene Abstrahl- oder Empfangscharakteristik zu erreichen.
Die Abstrahl- oder Empfangscharakteristik ergibt sich mit
Vorteil allein aus der Gestaltung des Reflektors, der bei-
spielsweise als Kegel, Paraboloid, Hyperboloid, Ellipsoid,
Kugelreflektor oder als Segment dieser Kdrper, wie etwa in
Form eines Kegelstumpfs ausgebildet ist. Prinzipiell ist jede
beliebige Form der Ausnehmung, d.h. des Reflektors, moéglich.
Die Formgebung wird lediglich durch das verwendete Verfahren
zur Aufbringung der Metallisierung oder das Herstellungsver-
fahren des Geh&usekdrpers begrenzt. Die obigen beispielhaften
Ausbildungen der Ausnehmung sind somit nicht als Beschrankung

anzusehen.
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Bevorzugte Verfahren, das Kunststoff enthaltende, vorzugswei-
se aus Kunststoff bestehende, Geh&use zu metallisieren, sind
ein Zweikomponenten-Spritzgussverfahren, eine additive oder
subtraktive Laserstrukturierung, die Maskierung und Struktu-
rierung der zundchst vollflichig metallisierten Oberfl&chen
oder das selektive Bedampfen des Reflektors unter Benutzung

von Maskierungstechniken.

Subtraktive Laserstrukturierung bedeutet hierbei die Struktu-
rierung einer bereits vorhandenen Metallisierung mittels ei-
nes lasergestutzten Verfahren, wohningegen bei der additiven
Laserstrukturierung die zu metallisierenden Bereiche {iber ein

lasergestlitztes Verfahren definiert werden.

Bevorzugt wird zumindest zur Definition einer Metallisierung
der Ausnehmung ein Zweikomponenten-SpritzguRverfahren fiir die
Herstellung des Gehausekdrpers benutzt, wobei die eine Kompo-
nente mindestens einen nichtmetallisierbaren Kunststoff um-

fasst und die andere Komponente mindestens einen metallisier-
bar ausgebildeten Kunststoff umfasst und die Metallisierung

der Ausnehmung von dem metallisierbaren und/oder dem nichtme-

tallisierbaren Kunststoff bestimmt wird.

Die Struktur der Metallisierung kann so vorteilhaft bereits
Uber die Ausgestaltung des Gehdusekdrpers bestimmt werden.
Eine vergleichsweise aufwendige Strukturierung einer aufge-
brachten Metallisierung kann so ebenso wie die strukturierte
Aufbringung einer Metallisierung, wie etwa durch aufwendige

additive Laserstrukturierung, vermieden werden.

Die Metallisierung der Ausnehmung ermdglicht eine hohe Aus-
beute des beispielsweise als LED-Chip ausgebildeten Halblei-

terchips. Der Wirkungsgrad eines solchen Bauteils kann gegen-
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Uber einem herkdmmlichen optoelektronsichen Bauteil erheblich
verbessert sein. Ein Verzicht auf die Linse ermdglicht dar-
Uber hinaus eine im wesentlichen ebene Bauteiloberfldche so-
wie eine geringe Bauhdhe. Das Bauteil kann dadurch auf tech-
nisch einfache und kostenglinstige Weise mittels eines Pick-

and-place-Verfahrens auf eine Leiterplatte montiert werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist die Me-
tallisierung durch einen Isoliersteg (oder besser Isolier-
spalt in der Metallisierung) in mindestens zwei elektrisch
voneinander getrennte Bereiche aufgeteilt. Dies ermdglicht
Bauteile mit besonders geringer Bauhdhe, da der Halbleiter-
chip auf einen ersten Bereich der Metallisierung aufgebracht
und/oder eine elektrische Verbindung zwischen dem Halbleiter-
chip und einem zweiten Bereich innerhalb der Ausnehmung oder

des Reflektors hergestellt werden kann.

Der Isoliersteg ist vorteilhafterweise im Bereich der die
Ausnehmung begrenzenden Fl&chen angeordnet, und die elektri-
sche Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem zweiten
Bereich ist in der Ausnehmung hergestellt. Der Isoliersteg
ist mit anderen Worten vorzugsweise im Inneren der Ausnehmung

oder des Reflektors vorgesehen.

Besonders bevorzugt wird der Isoliersteg durch den nichtme-

tallisierbaren Kunststoff des Gehiusekdrpers bestimmt.

In einer bevorzugten Ausgestaltung des Isolierstegs verlauft
dieser durch die Bodenfl&che der Ausnehmung und es ist eine
elektrische Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem
zwelten Bereich der Metallisierung am Boden der Ausnehmung
hergestellt. Dadurch kann vorteilhafterweise eine grdfere Re-

flektorhdhe erzielt werden, ohne die Hdhe des Bauteiles zu
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vergrdfern. Hierdurch kann auf einfache Weise eine oftmals
gewlnschte engwinklige und homogene Abstrahl- beziehungsweige
Empfangscharakteristik hergestellt werden, da die Bondverbin-
dung zwischen Halbleiterchip und Metallisierung im Inneren
der Ausnehmung oder des Reflektors erfolgt. Der Bogen des
Bonddrahtes ist bei dieser Variante bevorzugt in dem von der
Ausnehmung oder dem Reflektor umfassten Raum gelegen. Er ist
besonders bevorzugt nicht Uber den Rand der Ausnehmung oder

des Reflektors gefltihrt.

In einer Weiterbildung obiger Ausgestaltung durchquert der
Isoliersteg die Ausnehmung derart, dass dieser zumindest
teilweise in der Verl&ngerung mindestens einer Flachendiago-
nalen des Halbleiterchips (in Draufsicht gesehen) Uber die
Reflektorwénde aus der Ausnehmung heraus verlauft. Hierdurch
kann eine hdhere Reflektoreffizienz erreicht werden. Der
gréfite Anteil der seitlich aus dem Halbleiterchip austreten-
den Strahlung tritt Uber dessen Seitenfldchen aus und nicht
Uber die vertikalen Chip-Ecken. Lediglich ein kleiner Teil
der Strahlung tritt an den vertikalen Chip-Ecken aus. Der
nicht oder nur vermindert reflektierende Isoliersteg befindet
sich deshalb vorzugsweise in der diagonalen Verlangerung be-

zlglich der Ecken des Halbleiterchips.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung des Isoliersteges
ist dieser im Bereich einer Ein- oder Ausbuchtung der Ausneh-
mung angeordnet. Bevorzugt ist der Isoliersteg oder die Ein-

oder Ausbuchtung so angeordnet, dass nur ein mdglichst gerin-
ger Teil der vom Halbleiterchip erzeugten Strahlung auf ihn

trifft und so die Reflektoreffizienz vorteilhaft erhdht wird.
Die Ein- oder Ausbuchtung ist vorzugsweise in einer Wand der
Ausnehmung vorgesehen. Besonders bevorzugt wird dabei die Re-

flektorflache geringstmdglich verkleinert.
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Dies hat ferner den Vorteil, dass die Bondverbindung im Be-
reich der Ein- oder Ausbuchtung der Wand der Ausnehmung und
nicht auf deren Boden erfolgen kann. Der Boden der Ausnehmung
kann so vorteilhaft verkleinert werden, was sich vorteilhaft

auf die BauteilgrdfRe auswirken kann.

Gemaf einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die von dem Isoliersteg eingenommene Flache gegen-
Uber der metallisierten Flache in der Ausnehmung mdglichst
gering. Dies bedeutet nichts anderes, als dass der Isolier-
steg mbglichst schmal ausgefiihrt wird, da dieser - im Gegen-~
satz zur Metallisierung - hiufig keine gut reflektierenden
Eigenschaften aufweist. Der Isoliersteg kann durch einfache
Unterbrechung der Metallisierung, beispielsweise verursacht
durch einen nichtmetallisierbaren Kunststoff an der Oberfla-
che des Gehdusekdrpers, erzeugt sein, die gerade so grof’ ist,
daf zwischen den getrennten Metallisierungsbereichen ein

Kurzschluf? vermieden wird.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung besteht das
Geh&use aus einem Kunststoff aus zwei Komponenten, wobei nur
auf eine der beiden Komponenten die Aufbringung einer Metal-
lisierung méglich ist. Das Gehduse besteht hierbei aus einem
Zweikomponenten-Spritzguss, wobei durch das Spritzgusswerk-
zeug die zu metallisierenden Flachen und Strukturen bereits
definiert werden. Insbesondere gilt dies bevorzugt flir den
Isoliersteg. Dadurch, dass das Gehluse aus zwei Kunststoffen
besteht, kann die Herstellung eines derartigen Geh&uses ver-
einfacht werden, da beim Spritzguss mit Vorteil lediglich
zwel verschiedene Spritzgusswerkzeuge - eines pro Kunststoff
- zum Einsatz kommen. Der Aufwand fitir die Herstellung des Ge-
héuses beziehungsweise des Gehdusekdrpers kann dadurch vor-

teilhaft gering gehalten werden.
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In einer bevorzugten Ausgestaltung des Gehiusekdrpers umfasst
dieser ein erstes Gehdusekdrperstiick, das den metallisierba-
ren Kunststoff enthdlt, und mindestens ein weiteres Gehiuse-
korperstiick, das den nichtmetallisierbaren Kunststoff ent-
halt. Das erste Gehdusekdrperstiick ist bevorzugt in mindes-
tens zwel Teilbereichen ausgebildet, die liber eine Verbin-
dungsvorrichtung, wie beispielsweise Verbindungsstege, die
vorzugsweise eine verglichen mit den Teilbereichen des Geh&u-
sekdrpers geringere radumliche Ausdehnung aufweisen und das
Gehausekdrperstlick vorteilhaft mechanisch stabilisieren kén-

nen, mechanisch miteinander verbunden sind.

Das weitere Gehdusekorperstiick ist bevorzugt so angeordnet,
dass es die Verbindungsvorrichtung zumindest teilweise um-
formt. Dadurch kann die mechanische StabilitiAt des Gehiuse-
korpers vorteilhaft erhdht werden. Insbesondere gilt dies,
falls die Gehausekdrperstlicke beziehungsweise die Kunststof-
fe, welche die Gehdusekdrperstiicke enthalten, im wesentlichen
chemisch nicht miteinander verbunden sind oder im wesentli-

chen keine chemische Bindung miteinander eingehen.

In einer vorteilhaften Weiterbildung obiger Ausgestaltung ist
zwischen dem ersten und dem weiteren Gehausekdrperstiick min-
destens ein Zwischenraum angeordnet, der beispielsweise durch
eine fehlende chemische Bindung zwischen den Gehausekdrper-
stlicken im Bereich des Zwischenraums verursacht sein kann.
Mit Vorteil bildet der Zwischenraum eine Federung, die mecha-
nische, insbesondere thermisch verursachte, Verspannungen des
Gehausekdrpers, wie sie beispielsweise bei Temperaturanderun-
gen zwischen den Gehiusekdrperstilicken auftreten kénnen, im

wesentlichen kompensieren oder zumindest verringern kann.

Die erfindungsgeméfie Gestaltung des Bauteils bringt den Vor-
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teil mit sich, dass der Kunststoff des Geh&uses in einer be-
liebigen Farbe einfarbbar ist. Bei herkdmmlichen optoelektro-
nischen Bauteilen, die keine Metallisierung des Reflektors
aufweisen, ist die Verwendung eines hellen Kunststoffs auf-
grund seiner reflektiven Eigenschaften {iblich, um eine hohe
Effizienz des Bauteils zu erreichen. Solche Kunststoffe zei-
gen jedoch bei UV-Bestrahlung hiufig Alterungserscheinungen.
Durch die erfindungsgeméfie Metallbeschichtung ist die Ober-
flache des Kunststoffes vor UV-Strahlung weitestgehend ge-
schitzt. Eine Verfarbung der Reflektorwinde ist somit deut-
lich reduziert, wodurch auch die Zuverlassigkeit des Bautei-
les erhdht wird. Lediglich im Bereich des Isoliersteges kdn-

nen Verfdrbungen auftreten.

Bevorzugt wird der Einsatz eines dunklen Kunststoffes in Er-
wagung gezogen, da die hochreflektive Eigenschaft nicht mehr

bendtigt wird.

Die Nutzung einer zweiten Kunststoff-Komponente ermdglicht
die Einfarbung der Bauteile zur Kontrasterhdhung. Fiir das ge-
samte Bauteil kénnte beispielsweise schwarzer Kunststoff ver-

wendet werden.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das erfindungsgeméa-
BBe optoelektronische Bauteil ein Molded Interconnect Device
(MID) . Dies ermdglicht eine einfache Herstellung des Bautei-
les und insbesondere eine beliebige Bauform. Samtliche metal-
lischen Leiter und Fl&chen werden erst nach AbschlufR des
Spritzvorganges hergestellt und verlaufen auf den Oberfléchen
des Bauteils. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass zwei
aneinander grenzende Oberfl&chen in einem beliebigen Winkel
zueinander angeordnet sein kdénnen. Hierdurch ist die spatere

Bauteilorientierung bereits bei der Herstellung des Gehiuses



WO 2004/077558 PCT/DE2003/004291

einstellbar, indem die Neigung des Bauteilbodens in Bezug zum
Reflektorboden entsprechend eingestellt wird. Diese unter-
schiedliche Gestaltung l&sst sich auf einfache Weise durch
gednderte Werkzeugeinsitze beim Spritzguss erzielen. Im Ge-
gensatz zu bisherigen SMT-Bauteilen, bei denen die Neigung
meist durch eine ge&nderte Biegung des Leadframes eingestellt
wurde, lasst sich durch das erfindungsgemiRe Vorgehen eine
besonders robuste und gut montierbare Bauform erzielen. Ins-
besondere bislang vorhandene Probleme hinsichtlich der Her-

stellung und der Toleranzen kénnen dadurch vermindert werden.

Dadurch, dass die Metallisierung, insbesondere die des Re-
flektors, bevorzugt auch elektrische Funktionen, beispiels-
weise als Anschlussleiter flir den Halbleiterchip, Ubernimmt,
ist die Ausbildung besonders kleiner Bauteile méglich. Es
missen keine zus&tzlichen Flachen fur die Ausbildung und Her-
ausfihrung der elektrischen Anschllisse zur Verfigung gestellt

werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind zumindest
zwel elektrische Anschlliisse, bevorzugt auf mindestens zwei
Oberflachen des Geh&uses, vorgesehen. Durch die nachtragliche
Aufbringung der Metallisierung auf das vorgeformte Gehduse,
kénnen die elektrischen Anschliisse vorteilhafterweise belie-
big auf den Oberflichen des Gehduses angeordnet werden. Hier-
durch lasst sich die GrdRe des Bauteiles minimieren, vor al-
lem, wenn mehr als vier elektrische Anschliisse bendtigt wer-
den, wie dies bei optoelektronischen Bauteilen mit mehreren
Halbleiterchips meist der Fall ist. Besonders bevorzugt wird
die Ausgestaltung der elektrischen Anschliisse durch den me-
tallisierbaren Kunststoff und/oder den nichtmetallisierbaren
Kunststoff bestimmt. Weiterhin kann die Anzahl der Anschliisse

durch den Verlauf des Isolierstegs beziehungsweise die Aus-
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gestaltung des nichtmetallisierbaren Kunststoffs des Gehiuse-

kérpers bestimmt werden.

Zur Verbesserung der Warmeleitfihigkeit ist vorgesehen, das
Gehause mit Metallpartikeln, einer Wiarmesenke oder einer

thermischen Durchkontaktierung auszustatten.

Die vorliegende Erfindung ist nicht nur bei optoelektroni-
schen Bauteilen einsetzbar, die nach dem Prinzip des MID her-
gestellt sind, sondern l&sst sich auch in Bauteilen mit einem
Leiterrahmen einsetzen. In einer solchen Ausgestaltungsvari-
ante ist ein Bereich der Reflektor-Metallisierung durch einen
metallischen Leiterrahmen (Leadframe) gebildet. Der Leiter-
rahmen bildet beispielsweise zumindest zum Teil den Boden der
Ausnehmung wahrend die Wande der Ausnehmung erfindungsgeman
metallisiert sind. Die Eigenschaften herkdmmlicher SMT-
Bauteile kdnnen durch die Metallisierung des Reflektors auf
einfache Weise verbessert werden. Insbesondere wird die Me-
tallisierung bevorzugt durch den metallisierbaren Kunststoff

und/oder den nichtmetallisierbaren Kunststoff bestimmt.

Bei mehreren Ausnehmungen in einem Gehiuse kdénnen diese von-
einander verschieden geformt sein, unterschiedlich grofd sein
und/oder auch von einander verschiedene Halbleiterchips, wie
beispielsweise einen LED-Chip, einen Fotodiodenchip und einen
IC-Chip aufnehmen. Somit koénnen die in dem optoelektronischen
Bauteil integrierten Halbleiterchips sowohl optoelektronische
Halbleiterchips wie Leuchtdioden und Detektoren als auch e-
lektronische Halbleiterchips mit integrierte Ansteuerschalt-

kreisen umfassen.

In einem erfindungsgeméfen Verfahren zur strukturierten Me-

tallisierung eines Kunststoff enthaltenden K&rpers wird zu-
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nachst der Korper mittels eines Zweikomponenten-Spritzguss-
verfahrens mit mindestens zwei Kunststoffen, von denen einer
nicht metallisierbar ist, hergestellt und der Kdrper nachfol-
gend derart metallisiert, dass ein metallisierter und ein
nichtmetallisierter Bereich ausgebildet werden, wobei der
nichtmetallisierte Bereich durch den nichtmetallisierbaren

Kunststoff bestimmt wird.

Der metallisierte Bereich wird vorzugsweise von einem metal -

lisierbar ausgebildeten Kunststoff bestimmt. Die zwei Kompo-

nenten des Spritzgussverfahrens werden somit besonders bevor-
zugt von nichtmetallisierbaren und metallisierbaren Kunst-

stoffen gebildet.

Vorzugsweise erfolgt die Metallisierung zumindest teilweise
auf der Oberflidche des Kdrpers, die zumindest teilweise von
dem metallisierbaren und dem nichtmetallisierbaren Kunststoff

gebildet wird.

Die Metallisierung kann mittels chemischer und/oder galvani-
scher Behandlung des Kdrpers erzeugt werden. Bevorzugt er-
folgt die chemische Behandlung vor der galvanischen Behand-

lung.

In einem derartigen Verfahren zur strukturierten Metallisie-
rung des Kunststoff enthaltenden Kdrpers wird die Struktur
der Metallisierung schon bei der Herstellung des Kdrpers be-
stimmt. Auf nachfolgende Strukturierungsmaffinahmen, wie Laser-

strukturierung, kann mit Vorteil verzichtet werden.

Dieses Verfahren wird bevorzugt zur strukturierten Metalli-

slerung eines K&rpers benutzt, der als Gehausekdrper flr ein
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elektronisches, insbesondere mikro- oder optoelektronisches,

Bauteil ausgebildet ist.

In einem erfindungsgem&fen Herstellungsverfahren eines optoe-
lektronischen Bauteils mit einem Gehdusekdrper und mindestens
einem an dem Gehdusekdrper angeordneten Halbleiterchip wird
zundchst der Gehdusekdrper, mittels SpritzgieRen mit mindes-
tens zwei verschiedenen Kunststoffen hergestellt, wobei einer

der Kunststoffe nicht metallisierbar ist.

Nachfolgend wird der Gehausekdrpers derart metallisiert, dass
ein metallisierter und ein nichtmetallisierter Teilbereich
des Gehdusekdrpers entstehen, wobei der nichtmetallisierte
Teilbereich durch den nichtmetallisierbaren Kunststoff be-
stimmt ist, und der metallisierte Teilbereich des Gehiusekdr-
pers bevorzugt durch einen metallisierbar ausgebildeten
Kunststoff bestimmt ist. Die zwei Komponenten des Spritzguss-
verfahrens werden somit besonders bevorzugt von nichtmetalli-

sierbaren und metallisierbaren Kunststoffen gebildet.

Der metallisierte Bereich des Geh&dusekdrpers ist bevorzugt
auf dessen Oberflache angeordnet und kann eine elektrische
und/oder reflektierende Funktion tibernehmen. Besonders bevor-
zugt trennt der nichtmetallisierte Bereich den metallisierten
Bereich in mindestens zwei elektrisch voneinander isolierte
Bereiche, die die Anschlussleiter fiir den Halbleiterchip bil-

den kdédnnen.

Ein derartiges Verfahren hat den Vorteil, dass schon wahrend
der Herstellung des Geh&usekdrpers die Anordnung oder die
Struktur der Metallisierung bestimmt werden kann. Dies ge-
schieht durch die Verwendung von metallisierbaren und nicht-

metallisierbaren Kunststoffen bei der Herstellung des Geh&u-

- 15 -
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sekdrpers im Zwelkomponenten-Spritzgussverfahren. Anstatt ei-
nes Spritzgussverfahrens kdénnen auch Pressguss- oder Spritz-
pressgussverfahren herangezogen werden, insofern sie flir die
Herstellung eines Kunststoff enthaltenden Kbérpers, insbeson-
dere eines Gehdusekdrpers fir ein optoelektronisches Bauteil,

der oben genannten Art geeignet sind.

Diese erfindungsgeméfen Verfahren werden bevorzugt bei der
Herstellung der weiter oben und im folgenden beschriebenen
optoelektronischen Baueteile verwendet, so dass deren Merkma-
le sich entsprechend auch auf das Herstellungsverfahren eines
optoelektronischen Bauteils oder auf das Verfahren zur struk-
turierten Metallisierung eines Kunststoff enthaltenden K&r-

pers beziehen kdénnen oder umgekehrt.

Weitere Merkmale, bevorzugte Weiterbildungen und Ausfithrungs-
formen des erfindungsgemifen optoelektronischen Bauteils und
der Verfahren sowie weitere Vorteile und ZweckmafRigkeiten der
Erfindung ergeben sich aus den im folgenden unter Bezugnahme

auf die Figuren 1 bis 7 erl&uterten Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figur la bis e eine schematische Darstellung eines ers-
ten Ausflhrungsbeispiels mit einem Halbleiterchip in einer
Draufsicht von oben, zwei Schnittdarstellungen, einer Seiten-

ansicht und einer Draufsicht von unten,

Figur 2a bis £ eine schematische Darstellung eines zwei-
ten Ausfihrungsbeispiels mit einem Halbleiterchip in einer
Draufsicht von oben, einem Schnitt, einer Seitenansicht, ei-
ner Draufsicht von unten sowie zwei perspektivischen Darstel-

lungen,
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Figur 3 a, b eine schematische Darstellung eines dritten
Ausfihrungsbeispieles mit einem Halbleiterchip und mit einem

Leiterrahmen in einer Draufsicht und einer Schnittansicht,

Figur 4 a, b schematische perspektivische Darstellungen von
zwel Ausflhrungsbeispielen mit jeweils vier Halbleiterchips,

und

Figur 5 eine schematische Darstellung einer perspektivi-
schen Ansicht eines Ausfihrungsbeispiels mit mehreren Ausneh-

mungen, in denen jeweils ein Halbleiterchip angeordnet ist.

Figur 6a bis 6c eine schematische Darstellung eines Aus-
flihrungsbeispiels mit einem Halbleiterchip in einer perspek-
tivischen Schragansicht, einer Schnittdarstellung, und einer

welteren vereinfachten Schrigansicht.

Figur 7a bis 7f eine schematische Darstellung eines Aus-
fihrungsbeispiels eines erfindungsgemifen Verfahrensablaufs

anhand von vier Zwischenschritten.

In den Ausfihrungsbeispielen sind gleiche oder gleichwirkende

Bestandteile jeweils mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

Bei dem Bauteil gemdff dem ersten Ausfllhrungsbeispiel handelt
es sich um ein oberfléchenmontierbares optoelektronisches
Bauteil, bel dem in einem Gehiuse 10 eine Ausnehmung 12 vor-
gesehen ist (vgl. Figur la). Die Ausnehmung 12 weist, wie aus
den Figuren 1b und 1lc am besten ersichtlich, die Form eines
Kegelstumpfes auf. Mit dem Bezugszeichen 13 sind eine Wand
der Ausnehmung 12 und mit dem Bezugszeichen 14 der Boden der

Ausnehmung 12 bezeichnet.
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Im Zentrumsbereich des Bodens 14 ist ein Halbleiterchip 50,
z.B. ein LED-Chip, angeordnet. Die Oberfl&che des Gehiuses 10
sowle Bereiche der Ausnehmung 12 sind mit einer Metallisie-
rung 15 versehen. Die Metallisierung 15 ist in zwei Bereiche
16, 18 unterteilt, die mittels eines Isoliersteges 20 (oder
besser Isolierschlitzes) voneinander elektrisch getrennt

sind.

Der Bereich 16 der Metallisierung 15 erstreckt sich vom Boden
14 der Ausnehmung 12 Uber deren Wand 13 auf eine Oberfl&che
30 des Gehauses 10. Der Halbleiterchip 50 ist auf diesen Be-
reich 16 der Metallisierung 15 aufgesetzt und mit ihm. elekt-
risch verbunden. Uber einen Bonddraht 52 ist der Halbleiter-
chip 50 mit dem weiteren Bereich 18 der Metallisierung 15
verbunden. Der Bereich 18 der Metallisierung 15 erstreckt
sich ebenfalls vom Boden 14 Uber die Wand 13 auf die Oberfla-
che 30 des Gehduses 10. Die Metallisierung 18 ist dabei auf
allen Flachen elektrisch von dem Bereich 16 der Metallisie-

rung 15 getrennt.

Die von der Metallisierung 15 eingenommene Flache ist gegen-
Uber der von dem Isoliersteg 20 eingenommenen Fl&Ache inner-
halb des Reflektors gréfitmdglich. Da im Bereich des Isolier-
stegs 20 im Vergleich zum metallisierten Bereich die Reflexi-
on des von dem Halbleiterchip emittierten Lichtes deutlich
geringer ist, durchquert der Isoliersteg die Ausnehmung 12
derart, dass dieser in der Verldngerung der Flachendiagonale
des Halbleiterchips 50 liegt. In der vorliegenden Figur ist
der Isoliersteg in der Verl&ngerung der Vorderseiten-
Diagonalen des Chips unter einem Winkel 35 entlang des Bodens
14 und der Wande 13 aus der Ausnehmung 12 herausgeflhrt.
Durch dieses Design lésst sich eine hohe Reflektoreffizienz

erzielen, da der grdfte Anteil der Strahlung des Halbleiter-
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chips 50 an dessen Seitenfldchen und nicht an den senkrecht

stehenden Ecken austritt.

Der in Figur 1b dargestellte Schnitt durch das optoelektroni-
sche Bauteil gemdf Figur la entlang der in Figur la einge-
zelchneten Linie A-A veranschaulicht die kegelstumpffédrmige
Form der Ausnehmung 12 bzw. des Reflektors und die Zweitei-
lung der Metallisierung 15 in die Bereiche 16, 18. Der Halb-
leiterchip 50 ist auf dem Boden 14 der Ausnehmung 12 angeord-
net. Der Bonddraht 52 Uberquert den Isoliersteg 20 und ver-
bindet die vom Boden 14 abgewandte Seite des Halbleiterchips
50 mit der Metallisierung 18. Aus Figur 1b ist gut zu erken-
nen, dass sich der Isoliersteg 20 vom Boden 14 entlang der

Wand 13 auf die Oberfldche 30 gich erstreckt.

Figur lc zeigt eine Schnittansicht entlang der in Figur la
eingezeichneten Linie B-B. Diese Ansicht verdeutlicht, dass
der sichtbare Bereich der Wand 13 des Reflektors durchgangig

mit dem Bereich 16 der Metallisierung 15 versehen ist.

Die Figuren 1d und le zeigen, dass sich die Bereiche 16, 18
der Metallisierung 15 auch entlang der Oberfl&che 28 bis zur
Ruckseite des Geh&uses erstrecken und externe elektrische An-

schllisse 38, 40 ausbilden.

Durch die Anordnung der elektrischen Anschliisse 38, 40 sowohl
an den seitlichen Oberfl&chen 28, 22 als auch auf der Ober-
flache 24, die die Rlckseite bildet, lasst sich das optoe-
lektronische Bauteil sowohl als Toplooker als auch als Side-

looker verwenden.

Das in den Figuren la bis le dargestellte optoelektronische

Bauteil ist ein Molded Interconnect Device (MID) . Dies bedeu-
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tet, dass der Gehdusekdérper 10 in einem Spritzgussverfahren
hergestellt wird. Bevorzugt kommt hierbei ein Zweikomponen-
ten-Spritzgussverfahren zum Einsatz. Bei diesem Verfahren
werden mindestens zwel verschiedene Kunststoffe verwendet,
wobei lediglich auf einem der Kunststoffe eine Metallisierung
- méglich ist. Bereits wdhrend des Spritzgussvorganges wird so
vorteilhaft bestimmt, an welchen Stellen eine Metallisierung
erfolgen kann. Die Metallisierung wird nachfolgend beispiels-
weise mittels chemischer und/oder galvanischer Behandlung er-

zeugt .

Der Vorteil des in Figur 1 dargestellten erfindungsgemafien
optoelektronischen Bauteils besteht darin, dass durch die Me-
tallisierung der als Reflektor ausgebildeten Ausnehmung 12
ein hbherer Wirkungsgrad gegeniiber herkémmlichen Bauteilen
erzielt wird. Durch die Reflexion an den Reflektorwinden (a-
nalog zu Radialbauelementen mit Metallreflektoren) kdnnen
engwinklige, homogene Abstrahlcharakteristiken erzeugt wer-
den, wenn die Reflektorgeometrie entsprechend angepasst ist.
Die Geometrie des Reflektors l&sst sich dabei durch den
Spritzgussvorgang festlegen. Der Reflektor kédénnte - im Gegen-
satz zur Darstellung - in der Form eines Paraboloids, eines
Kugelreflektors oder einer sonstigen geeigneten Form ausge-

bildet sein.

Das in Figur 1 dargestellte Bauteil erlaubt einen Verzicht
auf eine Linse, wodurch eine ebene Oberfliche und eine gerin-
ge Bauhohe erreicht werden. Dadurch, dass die elektrische An-
bindung des Halbleiterchips im Inneren des Reflektors vorge-
nommen wird, kann die Bauh®he des optoelektronischen Bauteils

weiter reduziert werden.

- 20 -
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Die Figur 2b zeigt eine Seitenansicht entlang des in Figur 2a
eingezeichneten Schnittes B-B. Aus dieser Darstellung ist gut
ergichtlich, dass die Oberfl&chen 22, 24 und 26, 28 des BRau-
teiles nicht orthogonal zueinander angeordnet sind, sondern
dass die Oberfléche 24 gegeniiber der Oberfl&che 22 mit einem
Winkel 36 geneigt ist. Lediglich beispielhaft sind die Ober-
flédchen 24 und 26 rechtwinklig zueinander angeordnet. Je
nachdem, mit welcher der genannten Oberfl&chen das optoe-
lektronische Bauteil auf einem Baugruppentrager befestigt
wird, ergibt sich eine Neigung des Reflektorbodens 14 gegen-
Uber dem Bauteilboden 24 oder 26. Durch Variation des Winkels

36 kann die Bauteilorientierung frei gew&hlt werden.

Flir einen externen elektrischen Anschluss erstrecken sich die
Metallisierungen 16, 18 ausgehend von der Ausnehmung Uber die
Oberfldche 30 (der Oberseite des Bauteiles) entlang der Sei-

tenfl&chen 22 und 28 zu den Fl&chen 24 und 26.

Die Figuren 2e und 2f zeigen das zweite Ausfihrungsbeispiel
jeweils in einer perspektivischen Darstellung und zwar Figur
2e eine Ansicht schrdg von oben und Figur 2f eine Ansicht

schrédg von unten.

Das dritte Ausflhrungsbeispiel gemif Figur 3, ein oberfla-
chenmontierbares Bauteil (SMT-Bauteil), ist mit einem Leiter-
rahmen 42, 44 ausgestattet. Figur 3a zelgt eine Draufsicht
auf das SMT-Bauteil, wdhrend Figur 3b die Seitenansicht eines
Schnittes entlang der in Figur 3a eingezeichneten Linie A-A

zeigt.
Gegenluber herkdémmlichen SMT-Bauteilen dieser Art ist gemafs
der Erfindung eine Metallisierung der Wand 13 der Ausnehmung

12 vorgesehen, wobei die Metallisierung der Wand 13 bei-
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spielsweise durch einen metallisierbaren und/oder nichtmetal-
lisierbaren Kunststoff bestimmt sein kann. Durch die Metalli-
sierung lassen sich die optischen Eigenschaften des Bauteiles
erheblich verbessern. Der Halbleiterchip 50 ist auf einer e-
lektrisch leitenden Warmesenke 46 angeordnet, diese ist mit
dem Leadframe-Anschluss 42 elektrisch verbunden. Uber einen
Bonddraht 52 ist der Halbleiterchip 50 mit dem zweiten
Leadframe-Anschluss 44 elektrisch verbunden. Zwischen der e-
lektrisch leitenden Warmesenke und der Metallisierung auf der
Wand 13 der Ausnehmung 12 besteht keinerlei elektrischer Kon-

takt, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Die Figuren 4a und 4b zeigen ganz schematisch oberflichenmon-
tierbare optoelektronische Bauelemente, die jeweils beispiel-

haft vier Halbleiterchips 50a, 50b, 50c, 50d aufweisen.

In Figur 4a ist in jeweils einer Ausnehmung 1l2a, 12b, 12c,
12d genau ein Halbleiterchip 50a, 50b, 50c, 504 angeordnet.
-Jede der Ausnehmungen 12a, 12b, 12c¢, 12d ist mit einer Metal-

lisierung versehen, wie sie in den vorangehend erlauterten
Ausfihrungsbeispielen beschrieben sind. Die Metallisierungen

wurden der Ubersichtlichkeit halber in der Figur weggelassen.

Jede der Metallisierungen in den Ausnehmungen 12a, 12b, 12¢,
12d ist durch einen Isoliersteg, der beispielsweise im Be-
reich eines nichtmetallisierbaren Kunststoffs angeordnet sein
kann und in dieser Figur nicht dargestellt ist, in zwei e-
lektrisch voneinander getrennte Bereiche geteilt Auf einem
der Bereiche ist der jeweilige Halbleiterchip angeordnet und
weist eine Bondverbindung zu dem anderen Bereich der Metalli-
sierung auf. Jeder der Bereiche der Metallisierung ist Uber
Leiterbahnen mit elektrischen Anschliissen 38a, 38b, 38c, 38d

bzw. 40a, 40b, 40c, 404 verbunden. Jeweils zwei elektrische
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Anschlisse sind auf den vier Seitenfl&chen des Bauteiles an-
geordnet. Elektrische Anschliisse kdénnen dartber hinaus auch
auf der in der Figur nicht sichtbaren Rlickseite des Bauteiles

angeordnet sein.

Sofern die jeweiligen Bereiche einer Metallisierung einer
Ausnehmung 12a, 12b, 12c, 12d keinen elektrischen Kontakt zu-
einander aufweisen, kdénnen die Halbleiterchips 50a, 50b, 50c¢,
50d unabhéngig voneinander angesteuert werden. Es ist jedoch
auch denkbar, dass die Halbleiterchips 50a, 50b, 50c, 50d
mittels einer sowohl in den Ausnehmungen als auch auf der O-
berflache des Bauteils befindlichen Metallisierung elektrisch

miteinander verbunden sind.

Figur 4b zeigt eine &hnliche Anordnung, bei der jedoch die
vier Halbleiterchips 50a, 50b, ..., 50h in einer einzigen
Ausnehmung 12 angeordnet sind. Auch bei dieser Variante kén-
nen die Bereiche der Metallisierung auf der Htllflache der
Ausnehmung derart gestaltet sein, dass kein elektrischer Kon-
takt zwischen den Halbleiterchips 50a, 50b, ..., 50h herge-
stellt ist. Bei entsprechender Gestaltung der Metallisierung
ist eine elektrische Verbindung jedoch durchaus denkbar. Auch
in dieser Figur wurde aus Griinden der Ubersichtlichkeit auf
die Darstellung des Verlaufs der Metallisierung verzichtet,
deren Struktur beispielsweise von einem nichtmetallisierbaren
und/oder einem metallisierbaren Kunststoff bestimmt werden
kann. Elektrische Anschlisse 38a, 38b,..., 38h bzw. 40a, 40Db,
., 40h sind gleichfalls auf allen vier Seitenflichen des
Bauteiles vorhanden, wobei jeweils zwei elektrische Anschliis-

se auf einer Oberflédche angeordnet sind.

In dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 5 sind acht als Reflek-

toren ausgebildete Ausnehmungen 12a, 12b, ..., 12h nebenein-
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anderliegend in einem Geh&use 10 untergebracht. Jeder Reflek-
tor ist mit einem Halbleiterchip 50a, 50b, ..., 50h bestfickt.
Die Anordnung der Metallisierung, die beispielsweise von ei-
nem nichtmetallisierbaren und/oder einem metallisierbaren
Runststoff des Gehdusekdrpers bestimmt werden kann, wurde in
der Figur aus GrlUnden der Ubersichtlichkeit weggelassen, kann
aber wie in Figur 1 oder 2 dargestellt, erfolgen. Auf den
zwel gegentberliegenden Seitenflichen sind jeweils elektri-
sche Anschlisse 38a, 38b,..., 38h bzw. 40a, 40b, ..., 40h an-
geordnet, die jeweils eine elektrische Verbindung zu einem
Bereich der Metallisierung aufweisen. Die elektrischen An-
schlisse 38a, 38b,..., 38h bzw. 40a, 40b, ..., 40h gind eben-
falls auf der Rlckseite des als ,Barren® ausgefihrten Bau-
teils angeordnet und lassen sich auf Wunsch durch Zersagen in

einzelne Bauteile aufteilen.

Die in den Figuren 4a, b und 5 dargestellten Bauteile kdnnen
sowohl als Toplooker als auch als Sidelooker auf einer Bau-

gruppe angeordnet werden.

In den Figuren 6a, 6b und 6c ist eine schematische Darstel-
lung eines weiteren Ausflihrungsbeispiels eines erfindungsge-
mafen optoelektronischen Bauteils anhand verschiedener An-

sichten dargestellt.

Figur 6a zeigt schematisch eine perspektivische Schr&gansicht

des optoelektronischen Bauteils dargestellt.

Ein Geh&usekorper 57 des optoelektronischen Bauteils, den ein
Gehduse 10 umfasst, weist eine Ausnehmung 12 mit einer Wand
13 und einem Boden 14 auf, auf dem ein Halbleiterchip 50 an-
geordnet ist. Eine Oberfldche 30 des Gehiusekdrpers 57 weist

eine Metallisierung 15 auf, die durch einen Isoliersteg 20 in
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zwel elektrisch voneinander isolierte Teilbereiche 16, 18 ge-
teilt wird, die elektrische Anschllisse 38, 40 zur Kontaktie-
rung des Halbleiterchips.SO auf den Oberflachen 32 und 24,
beziehungsweise 33 und 24 ausbilden. Der Halbleiterchip 50
ist mit dem Anschluss 38 tber die Metallisierung 16 auf dem
Boden 14 der Ausnehmung 13 und mit dem Anschluss 40 {iber den

Bonddraht 52 elektrisch leitend verbunden.

Die Metallisierung 15 Ubernimmt eine elektrische Funktion,
ist fir die vom Halbleiterchip 50 erzeugte Strahlung und/oder
fir auf den Halbleiterchip einfallende Strahlung reflektie-
rend ausgebildet. Beispielsweise enth&lt eine derartige Me-

tallisierung Au.

Die Struktur der Metallisierung, insbesondere der Metallisie-
rung 15 auf der Oberflache 30, und der Anschliisse 38, 40 wird
in diesem Ausfihrungsbeispiel durch einen nichtmetallisierba-
ren Kunststoff 54 und einen metallisierbar ausgebildeten
Kunststoff 53 bestimmt, unter deren Verwendung der Geh&duse-
kOrper beispielsweise im Zweikomponenten-Spritzgussverfahren

hergestellt ist.

Beispielsweise enthalten die Kunststoffe 53 und 54 ein LCP-
Material, wobei der metallisierbare Kunststoff 53 bevorzugt
mit einem Zusatzstoff, wie etwa einen in Form von Partikeln
ausbildeten und beispielsweise ein Metall wie Palladium ent-
haltenden Zusatzstoff, versehen ist, der mit Vorteil die Me-

tallisierung dieses Kunststoffs erleichtert.

Der Begriff nichtmetallisierbarer Kunststoff kann im Rahmen
der Erfindung so verstanden werden, dass eine Metallisierung
dieses Kunststoffes - zumindest mit dem metallischen Material

fir die strukturierte Metallisierung - verglichen mit dem me-
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tallisierbaren Kunststoff nicht, nur unter erheblichem Mehr-

aufwand oder erschwert mdglich ist.

Der Isoliersteg 20 ist in dem Bereich der Oberfliche 30 des
Gehausekbrpers 57 angeordnet, in dem diese von dem nichtme-
tallisierbaren Kunststoff 54 gebildet wird. Die Oberflachen
22 und 28 sind in diesem Beispiel frei von einer Metallisie-
rung, da dies Vorteile bei der Herstellung derartiger Bautei-
le, insbesondere in hohen Stlickzahlen, hat (vergleiche Figur

7).

Wahrend der Herstellung des Gehdusekdrpers 57 kann so schon
die Struktur einer nachtréglich aufgebrachten Metallisierung

15 bestimmt werden.

Der Isoliersteg 20 verlauft im Bereich einer Ausbuchtung 58
der sonst im wesentlichen einen parabolischen Querschnitt
aufweisenden Wand 13 der Ausnehmung 12. Dies hat den Vorteil,
dass nur ein sehr geringer Teil der vom Halbleiterchip 50
ausgehenden Strahlung auf den nicht oder verglichen mit der
Metallisierung 16 schlechter reflektierenden Kunststoff 54
trifft. Dadurch kann die Effizienz des optoelektronischen
Bauelements, insbesondere des Reflektors, der im wesentlichen
durch die Metallisierung 16 der Ausnehmung gebildet wird, er-

héht werden.

Der Halbleiterchip 50 ist bevorzugt im Bereich des Fokus ei-
nes die Wand 13 der Ausnehmung umfassenden Paraboloids ange-
ordnet und kann beispielsweise als Sender oder Empfinger, wie
ein LED-Chip, ein Laserdiodenchip, ein Photodiodenchip oder
als anderweitiger, insbesondere optoelektronischer, Halblei-

terchip, ausgebildet sein.
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In Figur 6b ist eine schematische Schnittansicht des Bauteils
aus Figur 6a entlang einer Ebene, die den Bonddrahtes 52 um-

fasst, dargestellt.

Hier ist die im wesentlichen parabolische Ausgestaltung der
Wand 13 der Ausnehmung 12 und eine in der Ausnehmung angeord-
nete UmhGllung 56, die den Chip 50 zumindest teilweise um-
hiillt und mit Vorteil vor sch&dlichen &usseren Einfliissen
schiitzt, zu erkennen. Mit besonderem Vorteil ist die Oberfla-
che der UmhlGllung 56 zum Halbleiterchip 50 hin gekrimmt
und/oder ragt nicht tber die Oberfliche 30 hinaus. Dadurch
kann die Hohe des Bauteils vorteilhaft gering gehalten wer-
den. Auch der Bonddraht 52 ist in diesem Ausfihrungsbeisgpiel
nicht Uber die Oberfldche 30 hinausgefthrt und ist von der

Umhtillung 56 bedeckt.

Weiterhin ist die Struktur des Gehausekdrpers 57 mit dem me-
tallisierbaren 53 und dem nicht metallisierbaren Kunststoff
54 zu erkennen, die die Gestalt der Metallisierungen 16, 18
und somit den Verlauf des Isolierstegs 20, der im Bereich des
nichtmetallisierbaren Kunststoffs ausgebildet ist, sowie die
Anschllisse 38, 40 auf den Oberflichen 24, 30, 32 oder 33 des

Gehausekdrpers 57 bestimmt.

Das optoelektronische Bauteil ist in diesem Ausfihrungsbei-
spiel als Toplooker ausgebildet, mit den Anschliiesen 38 und
40 auf der der Oberflache 30 gegeniiberliegenden Oberfliche
24. Durch geanderte Werkzeuge wahrend des Spritzgussvorgangs,
wodurch eine andere Anordnung der Ausnehmung oder eine andere
Struktur der Metallisierung 15 und somit der Anschlisse 38,
40 erreicht werden kann, kdnnen auch andere Ausbildungen,
beispielsweise Sidelooker hergestellt werden. Sidelooker kén-

nen auch in der in Figur 6a dargestellten Form ausgebildet
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werden, indem zum Beispiel die elektrische Kontaktierung des
Halbleiterchips 50 Uber den Anschluss 38 auf der Oberfléche

32 und den Anschluss 40 auf der Oberfléche 33 erfolgt und das
Bauteil, insbesondere die Ausnehmung, entsprechend orientiert

wird.

Die Anschllisse 38 und 40 des oberfléchenmontierbaren optoe-
lektronischen Bauteils seitens der Oberflachen 24, 30 32 oder
33 kénnen beispielsweise mit den Leiterbahnen einer Leiter-
platte verldtet werden. Wahrend des Ldtens kann das Bauteil
hohen Temperaturen ausgesetzt sein. Insbesondere gilt dies
fir den Bereich der Anschllisse 38 und 40 und die angrenzenden
metallisierbaren 53 und nichtmetallisierbaren 54 Kunststoffe
des Gehausekdrpers 57, falls seitens der Oberfléche 24 geld-

tet wird.

Unterschiedliche thermischen Ausdehnungen der Kunststoffe und
der Metallisierung koénnen infolgedessen zu einer hohen mecha-
nischen Belastung des Bauteils und diese wiederum zu Funkti-
onsstdérungen oder gar Ausfillen flthren. So kann zum Beispiel
das Loten zu einer Ermidung der Metallisierung 15 im Bereich
der Anschllsse 38, 40 fihren, was eine Verschlechterung des
elektrischen Kontakts zur Leiterplatte zur Folge haben kann.
Gleiches gilt fir hohe Temperaturunterschiede, denen das Bau-
element haufig im Betrieb ausgesetzt sein kann, da die Metal-
lisierung zumindest einen Teil der am Chip 50 entstehenden
Warme ableitet. Insbesondere flr Hochleistungs-Chips wie etwa

Hochleistungslaserchips ist dies von grofer Bedeutung.

Diesen mechanischen Belastungen kann {iber kleine Schlitze 55
im Geh&usekdrper entgegengewirkt werden, die vorzugsweise in
einem Bereich um die Anschllisse 38, 40 und besonders bevor-

zugt zwischen dem metallisierbaren 53 und dem nichtmetalli-
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sierbaren Kunststoff 54 angeordnet sind. Bei einer Erwarmung
der Anschllisse 38, 40 bilden die Schlitze 55 eine Art Fede-
rung, die mit Vorteil die mechanische Belastung auf den Ge-
hiusekbrper 57, insbesondere durch thermisch bedingte Ver-
spannungen, reduziert. In den Figuren 6a und 6b ist dies

durch die gestrichelten Linien in diesem Bereich dargestellt.

Derartige Schlitze 55 im Gehdusekdrper 57 kdénnen mit Vorteil
bereits wahrend des Zweikomponenten-Spritzgussverfahrens aus-
gebildet werden, indem beispielsweise Kunststoffe 53, 54 ver-
wendet werden, die im wesentlichen zueinander chemisch inert
sind, und somit nur erschwert eine chemische Bindung unter-
einander eingehen, wie beispielsweise geeignet ausgebildete

LCPs, die die Kunststoffe 53, 54 enthalten kdénnen.

Die Schlitze 55 kdnnen aber auch nach dem Spritzgussvorgang
mittels bekannter, beispielsweise mechanischer, Strukturie-

rungsmethoden vorgesehen werden.

Zur Erhdhung der Stabilitét des Gehdusekdrpers 57 ist bevor-
zugt zumindest ein Teil des Gehausekdrpers 57, besonders be-
vorzugt der Teil, der den metallisierbaren Kunststoff 53 um-
fasst, durchgingig in einem Stlck ausgebildet. Dies wird be-
vorzugt wie in Figur 6c¢ dargestellt durch Verbindungsstege 59
erreicht, die in dem Bereich des Gehdusekdrpers 57, der den
nichtmetallisierbaren Kunststoff umfasst, ausgebildet sind.
Diese gewdhrleisten eine mechanische Verbindung zwischen den
Teilbereichen 60 und 61 des Geh&usekdrpers 57. Derartige Ver-
bindungen kénnen auch in den AusflUhrungsbeispielen der Figu-

ren 1 bis 5 vorgesehen sein.

Figur 6c zeigt schematisch eine perspektivische Ansicht des

Gehdusekdrpers 57 aus Figur 6a ohne den nichtmetallisierbaren
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Kunststoff 54, der der Ubersichtlichkeit halber nicht darge-
stellt ist. Die Verbindungsstege sind in diesem Ausfiihrungs-
beispiel durch einen Zwischenraum 62 getrennt. Dieser Zwi-
schenraum erlaubt eine hohe Durchdringung des hier darge-
stellten Stlickes des Geh&usekdrpers mit dem nichtmetallisier-
baren Kunststoff 54. Dadurch wird ebenso wie durch den im we-
sentlich L-férmigen Querschnitt des Bereichs des nichtmetal-
lisierbaren Kunststoffs 54, wie in Figur 6b gezeigt, die Sta-
bilitdt des Gehdusekdrpers erhdht. Insbesondere gilt dies,
falls die Kunststoffe 53, 54 im wesentlichen keine chemische

Bindung miteinander eingehen.

Mit Ausnahme des Ausfithrungsbeispiels in Figur 3 ist allen
Beispielen gemein, dass die Bauteile als Molded Interconnect
Device (MID) ausgeflihrt sind. Mittels dieser Herstellungs-
technik lassen sich beliebig gestaltete Gehduse und beliebig
gestaltete Reflektoren auf einfache Weise herstellen. Die
Aufbringung der Metallisierung kann in dem oben genannten
Zweikomponenten-Spritzgussverfahren, mittels einer Lasexr-
strukturierung oder eines Maskierungsverfahrens erfolgen. Die
gréRten Freiheitsgrade, hinsichtlich der Ausgestaltung des
Gehiusekdrpers, der Ausbildung der Metallisierung und/oder
der Anschllsse erlaubt das Zweikomponenten-Spritzgussverfah-
ren. Mit Vorteil kann auf eine Strukturierung der Metalli-
sierung verzichtet werden, die sich - durch die Verwendung
eines nichtmetallisierbaren und eines metallisierbaren Kunst-
stoffs bei der Herstellung des Gehiusekdrpers in einem Zwei-
komponenten-Spritzgussverfahren - wdhrend des Metallisie-
rungsvorgangs zumindest in Teilbereichen selbst strukturieren

kann.

In Figur 7 ist eine schematische Darstellung eines Ausfuh-

rungsbeispiels eines erfindungsgemafen Verfahrens zur Her-
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stellung eines optoelektronischen Bauteils anhand von in den

Figuren 7a bis 7f gezeigten Zwischenschritten dargestellt.

In diesem Ausfihrungsbeispiel ist schematisch die Herstellung
eines optoelektronischen Bauteils, &hnlich dem in Figur 6 ge-

zeigten, dargestellt.

In Figur 7a ist in Draufsicht ein in einem ersten Verfahrens-
schritt mittels eines Spritzgussverfahrens mit einem metalli-
sierbaren Kunststoff 53 hergestelltes erstes Stiick 57a eines
Gehausekdrpers des optoelektronischen Bauteils. Die Form des
Gehdusekdrperstiicks 57a wird durch ein geeignetes Werkzeug

beim Spritzguss bestimmt.

Der metallisierbare Kunststoff 53 enthilt bevorzugt ein LCP
oder PBT, und besonders bevorzugt einen Zusatzstoff, bei-

spielsweise ein Metall, wie etwa Palladium, enthaltend. Mit
Vorteil erleichtert der Zusatzstoff eine spitere Metallisie-

rung des metallisierbaren Kunststoffs 53.

Das Gehausestlick 57a ist in diesem Ausflthrungsbeispiel ein-
stlickig ausgebildet. Die Bereiche 60, 61 des Gehiusesttlicks
57a sind lUber Verbindungsstege 59 mechanisch miteinander ver-
bunden. In dem Bereich 60 sind mehrere Ausnehmungen 12 mit
einer Wand 13 und einem Boden 14 ausgebildet, die bevorzugt
in einem méglichst geringen lateralen Abstand zueinander an-
geordnet sind, um die Anzahl der Aussparungen 12 im Bereich
60 vorteilhaft hoch zu gestalten und so dir Effizienz des
Herstellungsverfahrens zu optimieren. Hierbei ist zu beach-
ten, dass der Abstand grof genug ist, dass er eine spatere
Vereinzelung in Bauteile in diesem Bereich erlaubt. Die Aus-
nehmung 12 ist ebenso wie der Boden 14 in diesem Ausfihrungs-

beispiel in Draufsicht im wesentlichen kreisférmig ausgebil-
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det. In der Wand 13 der Ausnehmung 12 ist eine Ausbuchtung 58
vorgesehen, die in den Bereichen 60 und 61 des Geh&usekOrper-
stiicks 57a ausgebildet ist und sich Uber den Bereich der Ver-
bindungsstege 59 hinweg erstreckt. Die Verbindungsstege 59
sind im Bereich der Ausnehmungen durch Zwischenraume 62 von-

einander getrennt.

Figur 7b zeigt eine Seitenansicht des Gehdusekdrpersticks
57a, das den metallisierbaren Kunststoff 53 enthadlt und die
Bereiche 60, 61 umfasst, die Uber die Verbindungsstege 59 me-

chanisch miteinander verbunden sind.

Die Verbindungsstege 59 verbinden die Bereiche 60 und 61 des
Gehiusekdrperstlicks 57a mit Vorteil mechanisch stabil, so
dass die Handhabung des Gehdusekdorperstlicks 57a in der weite-

ren Prozessierung erleichtert wird.

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt wird in einem weite-
ren Spritzgussprozess mit einem nichtmetallisierbaren Kunst-
stoff 54 ein weiteres Gehiusekdrperstlick 57b hergestellt, das

im Bereich der Verbindungsstege 59 angeordnet ist.

Der nichtmetallisierbare Kunststoff 54 enthalt bevorzugt ein
LCP, und ist besonders bevorzugt im Gegensatz zum metalli-
sierbaren Kunststoff 53 im wesentlichen frei von dem Zusatz-

stoff.

Die aus diesem Spritzgussprozess hervorgehende Struktur ist
in Draufsicht in der Figur 7c dargestellt. Das den nichtme-
tallisierbaren Kunststoff 54 enthaltende Gehdusekdrperstick
57b ist hierbei zwischen den Uber die Verbindungsstege ver-
bundenen Bereichen 60, 61 des Gehausekdrpersticks 57a ange-

ordnet. Insbesondere ist der nichtmetallisierbare Kunststoff



WO 2004/077558 PCT/DE2003/004291

in diesem Ausfihrungsbeispiel in den Zwischenriumen 62 zwi-
schen den Verbindungsstegen 59 angeordnet. Dadurch kann die
mechanische Stabilit&t des die Gehiusekdrpersticke 57a und
57b umfassenden Gehdusekdrpers 57 erhdht werden. Dies ist

insbesondere der Fall, wenn der metallisierbare 53 und der
nichtmetallisierbare Kunststoff 54 nicht oder nur erschwert
eine chemische Bindung eingehen, so dass die Stabilitat des
Gehiusekdrpers 57 im wesentlichen durch mechanische Mittel

wie die Verbindungsstege 59 gewdhrleistet wird.

Die Oberfléche des Gehdusekdrpers 57 weist zumindest in Teil-
bereichen einen metallisierbaren 53 und einen nichtmetalli-

sierbaren 54 Kunststoff auf, die die zwei Komponenten des in
den Figuren 7a bis 7d anhand von Zwischenschritten schema-

tisch dargestellten Zweikomponenten-Spritzgussverfahrens zur
Herstellung eines Kunststoff enthaltenden Kdbrpers, insbeson-
dere eines Gehausekdrpers 57 flir ein optoelektronisches Bau-

teil, bilden.

Nachfolgend wird der Gehdusekdrper 57 derart strukturiert me-
tallisiert, dass in den Bereichen 60, 61, in denen die Ober-
fliche des Gehiusekdrpers vom metallisierbaren Kunststoff 53

gebildet wird eine Metallisierung 15 entsteht.

In einer bevorzugten Ausgestaltung wird hierzu der Gehause-
kérper 57, vorzugsweise zumindest seitens der Oberflache 30,
einem Atzprozess ausgesetzt, der bezliglich den Kunststoffen
wirkt, den Zusatzstoff im metallisierbaren Kunststoff jedoch
im wesentlichen unverdndert bel&ft. Dadurch wird die Dichte
des Zusatzstoffes, beispielsweise Palladium in Form von Par-
tikeln, auf dem Teil der OberfliAche des Gehausekdrpers, in
dem diese vom metallisierbaren Kunststoff 53 gebildet wird,

erhdht. Nachfolgend wird mittels einer chemischen Behandlung
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ein Metall, wie etwa Cu aufgebracht, das sich im wesentlichen
nur an den Zusatzstoff anlagert. Der Bereich des nichtmetal-
lisierbaren Kunststoffs 54 ist somit im wesentlichen frei von
Cu-Atomen und Zusatzstoff, wohingegen der Bereich des metal-
lisierbaren Kunststoffs 53 im wesentlichen ganzfliAchig mit
einer beispielsweise 1-2 um dicken Cu-Schicht Uberzogen ist,
die aus der Anlagerung des Cu an den Zusatzstoff hervorgeht,
dessen Dichte an der Oberfl&dche des metallisierbaren Kunst-
stoffs 53 mittels des Atzprozesses vorteilhaft erhdht wurde.
Uber weitere nachfolgende chemische und/oder galvanische Pro-
zesse kdénnen im folgenden weitere Metalle, wie beispielsweise
Ni und/oder Au, auf den mit Cu versehenen Bereich des metal-
lisierbaren Kunststoffs 53 aufgebracht werden. Das Au bildet
dabei vorzugsweise zumindest teilweise die Oberfl&che der so

entstehenden Metallisierung 15.

Die aus dem Metallisierungsvorgang resultierende Struktur ist

in Figur 7e in Draufsicht dargestellt.

Der Gehdusekdrper 57 ist in den Bereichen 60, 61 des metalli-
sierbaren Kunststoffs 53 mit der bevorzugt ganzflachigen Me-
tallisierung 15, beispielsweise Au enthaltend, versehen, die
durch den im Bereich des nichtmetallisierbaren Kunststoffs 54
angeordneten Isoliersteg 20 in vorzugsweise zwei elektrisch
voneinander isolierte Teilbereiche 16, 18 getrennt wird. Die
Bb&den 14 und die Wande 13 der Ausnehmungen 12 sind mit der
Metallisierung 16 versehen. Auf diese Weise kann ein Kunst-
stoff enthaltender Korper, insbesondere ein Gehausekdrper flUr
ein optoelektronisches Bauteil, mit einer strukturierten Me-
tallisierung versehen werden, deren Struktur bereits wadhrend
der Herstellung des Kbrpers durch die Ausbildung der beiden

Kunststoffkomponenten bestimmt werden kann.



WO 2004/077558 PCT/DE2003/004291

Selbstverstandlich kénnen auch mehrere verschiedene Kunst-
stoffe, insbesondere metallisierbare Kunststoffe verwendet
werden. Dadurch kann erreicht werden, dass die verschiedenen
Kunststoffe verschiedene Metallisierungen, beispielsweise Ag,

Au oder Al enthaltend, aufweisen.

Die metallisierten Bereiche 16, 18 bilden bevorzugt die An-
schlussleiter flr einen Halbleiterchip 50, der nachfolgend
beispielsweise liber ein Lot auf den Bdden 14 der Ausnehmungen
12 befestigt wird. Der Halbleiterchip 50 wird hierbei wvor-
zugsweise elektrisch leitend, beispielsweise lber das Lot,

mit der Metallisierung 16 verbunden.

Uber Bonddrahte 52 werden die Halbleiterchips 50 nachfolgend
mit dem Bereich 18 der Metallisierung 15 elektrisch leitend
verbunden, woraufhin eine UmhlUillung 56, beispielsweise ein
Epoxid, Acryl- oder Silikonharz in die Ausnehmung eingebracht
werden kann, die die Halbleiterchips 50 vor schadlichen aus-
seren Einfliissen schiitzt. Dies ist in Figur 7f in einer

Draufsicht gezeigt.

Ist der Halbleiterchip 50 beispielsweise als optoelektroni-
scher Chip ausgebildet, so wirkt die Metallisierung 16 der

Ausnehmung 12 bevorzugt zugleich als elektrischer Anschluss-
leiter flir den Halbleiterchip 50 und als Reflektor fir eine

vom Halbleiterchip erzeugte oder zu empfangende Strahlung.

Die Kunststoffe 53, 54 bestimmen so mit Vorteil bereits vor
der Metallisierung des Gehdusekdrpers 57 die Struktur dieser
Metallisierung und somit der sp&teren elektrischen Anschlisse
38, 40 eines optoelektronischen Bauteils, das aus der in Fi-
gur 7e gezeigten Struktur durch Vereinzeln hervorgehen kann.

Insbesondere ist ein derartiges Verfahren zur Herstellung
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hoher Stlckzahlen von optoelektronischen Bauteilen geeignet.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritadten der deut-
schen Anmeldungen DE 103 08 917.9 vom 28. Februar 2003 und DE
203 14 966.1 vom 26. September 2003, deren gesamter Offenba-
rungsgehalt hiermit durch Rickbezug explizit in die vorlie-

gende Beschreibung aufgenommen wird.

Der Schutzumfang der Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung der Erfindung anhand der Ausfihrungsbeispiele be-
schrénkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal
sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede
Kombination von Merkmalen in den Patentansprilichen beinhaltet,
auch wenn diese Kombination nicht explizit in den Patentan-

sprichen angegeben ist.
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Patentansprlche

1. Optoelektronisches Bauteil, umfassend einen Gehdusekdrper
(57) und mindestens einen an dem Gehiusekdrper (57) angeord-
neten Halbleiterchip (50),

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Oberflache des Geh&usekdrpers (57) einen metallisierten
Teilbereich (15) und einen nichtmetallisierten Teilbereich
(20) aufweist und der Gehlusekdrper (57) mindestens zwei ver-
schiedene Kunststoffe (53,54) umfasst, wobei einer der Kunst-
stoffe nicht metallisierbar (54) ist und dieser den nichtme-

tallisierten Teilbereich (20) bestimmt.

2. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der metallisierte Teilbereich (15) von einem metallisierbaren

Kunststoff (53) bestimmt ist.

3. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehdusekdrper (57) eine Ausnehmung (12) aufweist, in der

der Halbleiterchip (50) angeordnet ist.

4. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmung (12) als Reflektor ausgebildet ist, dessen Re-

flektorflachen mit einer Metallisierung (16) versehen sind.

5. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Metallisierung der Ausnehmung (16) zumindest teilweise im

Bereich des metallisierbaren Kunststoffs (53) angeordnet ist.
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6. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Metallisierung (15) zur Ubernahme einer elektrischen

Funktion bestimmt ist.

7. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Metallisierung (15) durch einen Isoliersteg (20) in min-
destens zwei elektrisch voneinander getrennte Bereiche (16,

18) aufgeteilt ist.

8. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Isoliersteg (20) durch den nichtmetallisierbaren Kunst-

stoff (54) bestimmt ist.

9. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Gehiusekdrper (57) Teil eines Geh&uses (10) des optoe-

lektronische Bauteils ist.

10. Optoelektronisches Bauteil mit einem zumindest eine Aus-
nehmung (12) aufweisenden Geh&use (10) und zumindest einem in
der Ausnehmung (12) angeordneten Halbleiterchip (50),

dadurch gekennzeichnet, dass

die Ausnehmung (12) als Reflektor ausgebildet ist, dessen Re-
flektorflachen mit einer Metallisierung (15) versehen sind,
derart, dass ein Metallreflektor ausgebildet ist, und die Me-
tallisierung (15) zur Ubernahme einer elektrischen Funktion

bestimmt ist.
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11. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Metallisierung (15) im Bereich eineg metallisierbaren

Kunststoffs angeordnet ist.

12. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Metallisierung (15) durch einen Isoliersteg (20) in min-
destens zweil elektrisch voneinander getrennte Bereiche (16,

18) aufgeteilt ist.

13. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Isoliersteg (20) durch einen nichtmetallisierbaren Kunst-
stoff (54) bestimmt ist, den ein vom Gehiuse (10) umfasster

Gehausekdrper (57) aufweist.

14. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (50) auf einen ersten Bereich (16) der Me-
tallisierung (15) aufgebracht ist und eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem Halbleiterchip (50) und einem zweiten

Bereich (18) hergestellt ist.

15. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die von dem Isoliersteg (20) eingenommene Fliche gegentber

der metallisierten Flache in der Ausnehmung (12) gering ist

16. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden

Ansprtliche,
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dadurch gekennzeichnet, dass

der Isoliersteg (20) im Bereich der HUllflache der Ausnehmung
(12) angeordnet ist, und die elektrische Verbindung zwischen
dem Halbleiterchip (50) und dem zweiten Bereich (18) in der

Ausnehmung (12) hergestellt ist.

17. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Isoliersteg (20) den Boden der Ausnehmung (12) durchquert
und die elektrische Verbindung am Boden der Ausnehmung (12)

hergestellt ist.

18. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Isoliersteg (20) die Ausnehmung derart durchquert, dass
dieser in der Verlangerung der Flachendiagonale der Vorder-

seite des Halbleiterchips (50) liegt.

19. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Isoliersteg (20) zumindest teilweise in einer Ein- oder

Ausbuchtung (58) angeordnet ist, die die Ausnehmung aufweist.

20. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Gehdusekdrper (57) unter Verwendung eines Zweikomponen-

ten-Spritzgussverfahrens hergestellt ist.

21. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 20,

- 40 -



WO 2004/077558 PCT/DE2003/004291

dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Komponenten von mindestens einem metallisierbaren
Kunststoff und mindestens einem nichtmetallisierbaren Kunst-

stoff gebildet werden.

22. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Gehausekdrper (57) ein erstes Gehdusekdrperstiick (57a),
das den metallisierbaren Kunststoff enthdlt, und mindestens
ein weiteres Gehdusekdrperstiick (57b), das den nichtmetalli-

sierbaren Kunststoff enthilt, umfasst.

23. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 22,

dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Gehdusekdrperstlick (57a) in mindestens zwei Teilbe-
reichen (60,61) ausgebildet ist, die Uiber eine Verbindungs-

vorrichtung (59) mechanisch miteinander verbunden sind.

24. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 22 oder 23,
dadurch gekennzeichnet, dass
das weitere Geh&usekdrperstlick (57b) die Verbindungsvorrich-

tung (59) zumindest teilweise umformt.

25. Optoelektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 22
bis 24,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Verbindungsvorrichtung (59) das weitere Gehdusekdrper-

stlick (57b) mechanisch stabiligiert.

26. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass
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der metallisierbare Kunststoff (53) und der nicht metalli-
sierbare Kunststoff (54) im wesentlichen keine chemische Bin-

dung eingehen.

27. Optoelektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 22
bis 26,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen den Gehdusekdrperstiicken (57a,57b) zumindest teil-

weige ein Zwischenraum (55) angeordnet ist.

28. Optoelektronisches Bauteil nach einem der Anspriliche 22
bis 27,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Zwischenraum (55) als Federung wirkt, die mechanische,
insbesondere thermisch verursachte, Verspannungen des Gehau-

sekdrpers (57) zumindest teilweise kompensiert.

29. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Ansprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Kunststoff des Gehduses (10) in einer beliebigen Farbe

einfarbbar ist.

30. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwei aneinander grenzende Oberfléchen des Gehauses (22, 24,
26, 28, 30, 32) in einem beliebigen Winkel (36) zueilnander

angeordnet sind.

31. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass



WO 2004/077558 PCT/DE2003/004291

zumindest zwei elektrische Anschlisse (38, 40) auf mindestens

zwel Oberflachen des Gehiuses (10) vorgesehen sind.

32. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Gehduse (10) Metallpartikel, eine Warmesenke oder eine

Durchkontaktierung aufweist.

33. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspritche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Bauteil ein MID(= Molded Interconnect Device) ist.

34. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Bereich der Metallisierung (15) durch einen Leiterrahmen

(42, 44) gebildet ist.

35. Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden
Angprtliche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Halbleiterchips (50) sowohl optoelektronische Halbleiter-

chips als auch elektronische Halbleiterchips umfassen.

36. Optoelektronisches Bauteil nach Anspruch 35,
dadurch gekennzeichnet, dass
der elektronische Halbleiterchip ein IC-Chip zur Ansteuerung

der optoelektronischen Halbleiterchips ist.
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37. Verfahren zur strukturierten Metallisierung eines Kunst-
stoff enthaltenden Kdrpers, insbesondere eines Gehausekdrpers
fiir ein optoelektronisches Bauteil,

gekennzeichnet durch die Schritte,

a) Herstellen des Kdrpers (57) mittels eines Zweikomponenten-
Spritzgussverfahrens mit mindestens zwel Kunststoffen
(53,54), von denen einer nicht metallisierbar (54) ist,

b) Metallisieren des Kdrpers derart, dass ein metallisierter
(15) Bereich und ein nichtmetallisierter Bereich (20) ausge-
bildet werden, wobei der nichtmetallisierte Bereich durch den

nichtmetallisierbaren Kunststoff (54) begtimmt wird.

38. Verfahren nach Anspruch 37,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Metallisierung (15) zumindest teilweise auf einer Ober-

flache (24,30,32,33) des Korpers angeordnet ist.

39. Verfahren nach Anspruch 37 oder 38,
dadurch gekennzeichnet, dass
der metallisierte Bereich (15) durch einen metallisierbaren

Kunststoff (53) bestimmt wird.

40. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Metallisierung (15) zumindest teilweise tiber chemische

und oder galvanische Behandlung des Kdrpers erzeugt wird.

41. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau-
teils mit einem Kunststoff enthaltenden Gehausekdrper (57)
und mindestens einem an dem Geh&usekdrper angeordneten Halb-
leiterchip (50),

gekennzeichnet durch die Schritte,
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a) Herstellen und strukturiertes Metallisieren des Gehiuse-
kbérpers (57) nach einem der Anspritiche 37 bis 40,
b) Anordnen des Halbleiterchips (50) an dem Gehiusekdrper

(57) .

42. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass

der nichtmetallisierbare Kunststoff (54) ein LCP oder PBT
enthdlt.

43. Verfahren nach einem der Ansprliche 39 bis 42,
dadurch gekennzeichnet, dass

der metallisierbare Kunststoff (53) ein LCP oder PBT enth&lt.

44 . Verfahren nach einem der Ansprliche 39 bis 43,
dadurch gekennzeichnet, dass
der metallisierbare Kunststoff (53) einen Zusatzstoff ent-

halt, der die Metallisierung dieses Kunststoffs erleichtert.

45. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden An-
sprlche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Metallisierung (15) in mindestens zwei elektrisch vonein-

ander isolierten Bereichen (16,18) ausgebildet ist.

46. Verfahren nach Anspruch 45,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (50) auf einem dieser Bereiche angeordnet
ist und die elektrisch voneinander isolierten Bereiche
(16,18) der Metallisierung (15) zumindest teilweise die An-

schlussleiter (38,40) des Halbleiterchips (50) bilden.
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